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１．概要（Summary）            

シリコン(Si)テクノロジーに代わる新材料として Si に比

べ高い移動度を持つゲルマニウム(Ge)が注目されている。

これまでに石英基板上に形成した非晶質 Ge(a-Ge)膜の

結晶化において、大気圧マイクロ熱プラズマジェット

(µ-TPJ)照射により、大粒径で高移動度Ge膜の作製を報

告している[1]。本研究では、更なる高移動度 Ge 膜を目

指し、µ-TPJ とサンプルの距離(d)が a-Ge 膜結晶化に与

える影響を調査した。その結果、 d の増加により

HSLC(High speed Lateral crystallization)-Ge 膜が

得られるプロセスウィンドウが拡大することが分かった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 マスクレス露光装置、エッチング装置 (神戸製鋼 , 

Ashing用), イオン注入装置, ホール効果測定装置 

【実験方法】 

 石英基板上に a-Ge 膜を 100 

nm 堆積後、Fig. 1 に示すよう

にマスクレス露光装置を用いて

幅 2 µm、間隔 2 µmの格子状

a-Ge膜パターンとチャネル部を

形成した。続いて、結晶化時の

a-Ge 膜の凝集抑制のため、SiO2キャップ層 550 nm を

堆積後、µ-TPJ照射により a-Ge膜の結晶化を行った。バ

ッファードフッ酸を用いたウェットエッチングによりキャップ

層除去後、コンタクト領域にB+をイオン注入し、N2雰囲気

中で活性化を行った。最後に、電極としてアルミニウムを

蒸着し、配線を行った。電気特性をホール効果測定装置

により評価した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 にスキャン速度と d をパラメータとした結晶成長

化状態を示す。従来の用いてきたd = 2.5 mmで見られな

かったHSLC-Ge膜が dを大きくすることで見られるように

なった。得られた相図に基づき結晶化した細線状Ge膜の

電気特性を Fig. 3に示す。HSLC-Ge膜をチャネルに用

いた P型 Ge膜は μH = 374 cm2/Vsを達成した。 
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